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先在第一单晶衬底上形成单晶压电层，然后经单晶压电层向
第一单晶衬底进行离子注入以将第一单晶衬底依次划分为第一
层、位于第一层之上的损伤层和位于损伤层之上且与单晶压电

层接触的第二层

S020

在单晶压电层上形成下电极层 S030

提供第一单晶衬底 S010

通过升温处理使第一层于损伤层处与第二层分裂 S050

去除第二层以使单晶压电层露出 S060

在单晶压电层上形成上电极层 S070

通过键合工艺在下电极层上形成第二衬底 S040
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